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© Kontaktierung wenigstens eines Baueiementes auf einer mehrlagtgen Leiterplatte 



Gft Mehriagige Letterplatte mit flachigen Versorgungslagen 
(VU, VL-) und/oder Signallagen (St,, SLJ mit wenigstens 
einem mit AnschluBflachen {9, 10) versehenen elektnschen 
BBuelement, dessen AnschluSftSchen (9, 10) mit AnschluS- 
pads {21 22 29, 30) der Leiterplatte (2) eletctrisch leitend 
verbundan sind, wobei die AnschluBpads (21, 22, 29, 30) mit 
elektrische Leiter bildenden Durchkontatctterungen (23 bis 
28) zu den flachigen Versorgungslagen (Vl^, VLj) bzw. den 
Signallagen (Sl^, SL^) versehen sind, und wobei die Durch- 
kontaktierungen (23 bis 28) innerhalb der AnschtuSpads (21, 
22, 29, 30) plaziert sind. 
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Die Erfindung betrifft eine mehrlagige Leiterplatte 
mit flachigen Versorgungslagen und/oder Signallagen 
mit wenigstens einem mit AnschluBflachen versehenen 
elektrischen Bauelement, dessen AnschluBflachen mit 
AnschluBpads der Leiterplatte elektrisch leitend ver- 
bundensind. ' ~ , • 

Elektrische Schaltungen sind je nach threr Komplexi- 
tat in der Kegel aus vielen verschiedenen aktiven und 
passiven Bauelementen aufgebaut Mit einer Erhohung 
der Komplexitat der Schaltungen geht dabei meist auch 
eine Erhohung der Storungsanfalligkeit der Schaltun- 
gen durch innere und auBere Storeinflusse einher, wel- 
che die Funktion der Schaltungen mehr oder weniger 
stark beeintrachtigen konnen, AuBere elektromagneti- 
sche Storeinflusse auf die Schaltungen lassen stch bei- 
spielsweise durch geeignete Abschirmung der Schaltun- 
gen beseitigen. Doch auch schaltende Bauelemente der 
Schaltungen, beispielsweise integrierte Schaltkreise, er- 
zeugen bei jedem SchaltvorgangStorungeawelche sich 
iiber Versorgungsleitungen der integrierten Schaltkrei- 
se zu anderen Schaltungsteilen fortpflanzen und zu 
Funktionsstorungen in den Schaltungen fuhren konnen. 

Zur Unterbindung der Ausbreitung derartiger Sto- 
rungen, beispielsweise von Storspannungen uber Ver- 
sorgungsleitungen, werden daher Kondensatoren euv 
gesetzt, weiche auch als Entstorkondensatoren bezeich- 
net und in der Regel zwischen Versorgungsspannungs- 
anschlusse und Masse geschaltet werden. Die Entstor- 
kondensatoren erfullen dabei zum einen die Funktion 
eines Energiespeichers fur Urnschaltvorgange schalten- 
der Bauelemente, urn Spannungseinbruche zu verhm- 
dern, und zum anderen bilden sie einen niederimpedan- 
ten Pfad zwischen Versorgungsspannung und Massesy- 
stem zur Ableitung von Storspannungen. 

Im Zuge einer zunehmenden Integrationsdicnte elek- 
trischer Bauelemente auf Leiterplatten und imrrier idei- 
ner werdenden Bauelementen, kommen heutzutage fast 
ausschlieBlich Kondensatoren in SMD-Technik (Surfa- 
ce-Mounted-Device) als Entstorkondensatoren auf Lei- 
terplatten zum Einsatz, weiche gegenuber bedrahteten 
Kondensatoren vor ailem den Vorteil aufweisen, daB sie 
niederinduktiver sind Das reale Bauelement Kondensa- 
lor weist namlich neben der elektrischen Kapazitat auch 45 
einen parasitaren Serienwiderstand und erne parasitare 
induktive Komponente auf, weiche daffir verantwortlich 
sind, daB ein realer Kondensator m: Ms zu emer be- 
stimmten Frequenz, weiche in der Re der Senenreso 
nanzfrequenz des parasitaren Ser 
entspricbt, ein kapazitives Verhalte; :-eigt Oberhalb 
dieser Frequenz zeigt das Bauelemerit dann ein ini we- 
sentlichen induktives Verhalten und leistet somit kemen 
Beitrag mehr zur Entstorung der Versorgungsspan- 
nung Die interne parasitare Induktivitat ernes SMD- 
Kondensators ist im ubrigen weitgehend unabhangig 
von seiner BaugroBe und Kapazitat 

Fur die Wirksamkeit von Entstorkondensatoren in 
elektrischen Schaltungen sind jedoch nicht nur deren 
eigene parasitare Induktivitaten relevant, sondern auch 
parasitare Zuleitungsinduktivitaten der Leiterbahnen 
zu den Entstorkondensatoren. Urn die letzteren mog- 
lichst gering zu halten und auch eine hone Wirksamkeit 
von Entstorkondensatoren im Hochfrequenzbereich si- 
cherzustellen, sind Entstorkondensatoren auf mehrlagi- 
gen Leiterplatten in der Regel uber Durchkontaktierun- 
gen durch die Leiterplatten unmittelbar mit flachigen 
Versorgungslagen verbunden. Die AnschluBgeometne 



der Entstorkondensatoren auf einer Leiterplatte, d h. 
die AnschluBbahnen zu den Durchkontaktierungen, die 
Durchkontaktierungen selbst, weiche die elektrische 
Verbindung zu den flachigen Versorgungslagen darstel- 
len, sowie die AnschluBpads der Durchkontaktierungen, 
weiche elektrisch mit an Entstorkondensatoren vorhan- 
denen AnschluBflachen kontaktiert v erden, bestimmen 
dabei die Entstdrwirkung des Entstorkondensators ganz 
entscheidend mit 

Die Fig. 1 und 2 zeigen am Beispiel ernes quadertor- 
migen Entstorkondensators t in typischer SMD-Bau- 
form exemplarisch bisher verwendete AnschluBgeome- 
trieh far Entstorkondensatoren, Fig. 1 zeigt in vier ver- 
schiedenen Ansichten a bis d eine stirnformige An- 
schliiBgeometrie fur den Entstorkondensator 1, wobei 
aus Darstellungsgriinden nur in der Fig. 1(b) der Ab- 
schnitt einer mehrlagigen Leiterplatte 2 mit zwei flachi- 
gen' VersbrgUngslagen VLi und VL 2 und zwei Signalla- 
gen SL! und SL 2 gezeigt ist Zwei gleichartige flachige 
AnschluBpads 7 und 8, weiche jeweils mit gleichartigen 
Verbindungsleitem 5 und 6 mit zylinderformigen 
Durchkontaktierungen 3 und 4 versehen sind, sind dabei 
mit an den Strrtiflachen des Kondensators 1 vorhande- 
nen AnschluBflachen 9 und 10 in Form einer Lotverbm- 
dung elektrisch kontaktiert Aus Grunden der Uber- 
sichtlichkeit sind nur in der Fig, 1(b) die LStstellen LS 
gezeigt, die die AnschluBflachen 9 und 10 des Entstor- 
kondensators 1 elektrisch mit den AnschluBpads 7 und 8 
verbinden. Die mit den flachigen Versorgungslagen VLi 
und VL 2 verbundenen Durchkontaktierungen 3 und 4 
Sind im ubrigen unterschiedlich lang ausgeMhrt und en- 
den jeweils in einer entsprechenden Versorgungslage 
der Leiterplatte 2 (partielle Durchkontaktierung), wobei 
die zwei Versorgungslagen VLi, VL 2 und die Signalla- 
gen SLj, SL 2 jeweils voneinander eiektnsch isohert sind. 
Kreuzen Durchkontaktierungen Versorgungs- oder Si- 
gnallagen, mit denen sie nicht kontaktiert werden sollen, 
so verbleibt an der Kreuzungsstelle eine entsprechende 
Aussparung in der jeweiligen Versorgungs- oder Stal- 
lage weiche den elektrischen Kontakt verhindert Fig. 2 
zeigt demgegenuber eine H-formige AnschluBgeome- 
trie des Entstorkondensators 1, wobei aus Darstellungs- 
grunden ebenfalls nur in der Fig. 2(b) der Abschnitt ei- 
ner Leiterplatte 2 mit zwei flachigen Versorgungslagen 
VLi und VL 2 und zwei Signallagen SLi und SL 2 gezeigt 
ist Der H-fdrmige AnschluB umfaBt vier gleichartige 
zylinderformige Durchkontaktierungen 11 bis 14 mit je- 
weils einem Verbindungsleiter 15 bis 18 zu zwei eben- 
-uci ^u.u.^ falls gleichartigen flachigen AnschluBpads 19 und 20. 
esonanzkreises 50 Die Durchkontaktierungen 11 und 12 sind mit ihren 
Verbindungsleitem 15 und 16 seitlich an dem flachigen 
AnschluBpad 19 und die Durchkontaktierungen 13 und 
14 mit ihren Verbindungsleitem 17 und 18 seithch an 
dem flachigen AnschluBpad 20 elektrisch leitend befe- 
stigt Die AnschluBpads 19 und 20 sind ihrerseits wieder 
durch eine Lotverbindung mit den AnschluBflachen 9 
und 10 des Entstorkondensators 1 flachig elektrisch ver- 
bunden. Wie in Fig. 1(b) sind auch nur in Fig. 2(b) die 
Lotstellen LS gezeigt, die die AnschluBflachen 9 und 10 
des Entstorkondensators 1 elektrisch mit den AnschluB- 
pads 19 und 20 verbinden. Die Durchkontaktierungen 
11 und 12 bzw. 13 und 14 bilden dabei jeweils emen 
Stromhin- bzw. Stromrtickleiter zu den flachigen Ver- 
sorgungslagen VLi und VL 2 . Die Durchkontaktierungen 
11 und 12 bzw. 13 und 14 sind im vorhegenden hali 
gleich lang ausgefuhrt und durchstoBen die Leiterplatte 
2 ganzlich (kompiette Durchkontaktierung), wobei eine 
gewunschte Kontaktierung einer Durchkontaktierung 



40 



55 



60 



65 



BNSDOCiD <DE 196429?9A* 



DE 196 42 929 Al 



mit einer entsprechenden Versofgungslage der Leiter- 
plane 2 in der jeweiligen Versorgungsiage der Leiter- 
platte 2 erfolgt, andemfalls verbleibt an emer Kreu- 
zungsstelle zwischen einer Versorgungs- oder Signalla- 
ge una einer Durchkomaktierung eine Aussparung in 
der jeweiligen Versorgungs- oder Signallage, urn einen 
unerwunschten elektrischen Kontakt zwischen oer 
Durchkontaktiemng und der Versorgungs- oder Signal- 
lage zu verhindern. \ 

Der Vorteil der in Fig. 2 gezeigten H-fonnigen An- 
schluSgeometrie des Entstdrkondensators 1 gegeniifaer 
der in Fig. 1 gezeigten stirnfdrmigen AhschluBgeome- 
trie des Entstorkondensators 1 liegt dabei in der wesent- 
lich geringeren parasitaren Gesamtinduktivitat Im Fal- 
le der in den Fig. 1 und 2 gezeigten AnschluBgeometrien 
berechnet sich die parasitare Gesamtinduktivitat der 
stirnfdrmigen AnschluBgeometrie zu du 4,26 nH und die 
parasitare Gesamtinduktivitat der H-formigen An- 
schluBgeometrie zu nur ca. 1,74 nH. Duron die Verwen- 
dung einer H-f6rmigen AnschluBgeometrie laftt sich al- 
so eine deutliche Verbesserung des Hochfrequenzver- 
haltens der Entstoranordnung erzielen, da durch die ge- 
ringere parasitare Gesamtinduktivitat von AnschluB 
und Entstdrkondensator die Frequenz, bei der die ge- 
samte Entstoranordnung kein rein kapazitives Verhal- 
ten mehr zeigt, zu hoheren Frequenzen verschoben ist 

Wie den Fig. 1 und 2 entnommen werden kann, haben 
die konventionellen stirnfdrmigen und H-f6rrnigen An- 
schluBgeometrien von Entstdrkondensatoren im Hin- 
blick auf die betrachtliche Anzahl von Entstorkondensa- 
toren, die heutzutage zur Funktionssicherheit einer 
komplexen Schaltung erforderlich sind, wieauch andere 
konventionelle AnschluBgeometrien von elektrischen 
Bauelementen im allgemeinen einen erheblichen Platz- 
bedarf, wodurch anders verwertbarer Leiterplatten-, 
platz, beispielsweise durch andere Bauelemente, bean-, 
sprucht wird Darunter ieidet die Integrationsdichte auf 
Leiterplatten, Dies fuhrt nicht nur zu einer Verteuerung 
bei der Fertigung von Leiterplatten durch Verwendung 
zusatzlicher oder grdBerer Leiterplatten, sondern auch 
zu einer erhohten Storanfalligkeit aufgrund der zusatz- 
lich zwischen verschiedenen Leiterplatten vorhandenen 
Schnittstelien. Zudem stellen die vier Durchkontaktie- 
rungen im Falle der H-formigen AnschluBgeometrie im 
Hinblick aufeine moglichst geringe parasitare Gesamt- 
induktivitat eines Anschlusses ernes Entstorkondensa- 
tors einen ebenfalis nicht unerheblichen Kostenfaktor 
bei der Fertigung aufgrund des erhohten Fertigungsauf- 
wandes dar (doppelte Anzahl von Bohrungen). 

Der Erfmdung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen AnschluB fur ein Bauelement auf einer Leiterplatte 
derart auszufuhren, daB er kostengiinstig ist und der 
Platzbedarf fur den AnschluB auf der Leiterplatte ver- 
mindenisL 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelost durch 
eine mehriagige Leiterplatte mit flachigen Versor- 
gungslagen unaVoder Signaliagen mit wenigstens einem 
mit AnschluBflachen versehenen elektrischen Bauele- 
ment, dessen AnschluBflachen mit AnschiuBpads der 
Leiterplatte elektrisch leitend verbunden sind, wobei die 
AnschiuBpads mit elektrische Leiter bildenden Durch- 
kontaktierungen zu den flachigen Versorgungslagen 
bzw. den Signaliagen versehen sind, und wobei die 
Durchkontaktierungen innerhaib der AnschiuBpads pla- 
ziert sind. Eine derartige Ausfuhrungsform eines An- 
schlusses fur ein Bauelement auf einer Leiterplatte be- 
sitzt den Vorteil, daB der Flachenbedarf fur den An- 
schluB durch die innerhaib der AnschiuBpads plazierten 



Durchkontaktierungen minimiert ist und praktisch nur 
dem Flachenbedarf der AnschiuBpads entspncht Dar- 
iiber hinaus kann die erfindungsgentfiBe AnschluBgeo- 
metrie eines Bauelements mit der derzeit angewandten 
5 Fertigungstechnologie verarbeitet werden. Investitions- 
kosten in neue Fertigungstechnologien sind daher mcht 
erforderlich. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfmdung ist das Bauelement ein mit den fla- 
10 chigen Versorgungslagen der Leiterplatte elektrisch lei- 
tend verbundener Kondensator zur Entstorung emer 
Versorgungsspannung. Ein derartiger AnschluB eines 
Kondensators auf einer Leiterplatte besitzt ziisatzlich 
zu dem Vorteil des minimalen Flachenbedarfs des An- 
■ 5 schlusses den Vorteil daB die parasitaren Induktivit&ten, 
insbesondere die AnschluBinduktivitaten, durch die in- 
nerhaib der AnschiuBpads plazierten, Stromhin- und 
Stromruckleiter bildenden Durchkontaktierungen und 
durch die stromkompensierende Wirkung der relativ 
20 nahe beieinaiider liegenden Stromhin- und Stromruck- 
leiter reduziert sind. Es stent also einerseits mehr Platz 
auf der Leiterplatte fur andere Bauelemente und damn 
fur eine hohere Integrationsdichte auf der Leiterplatte 
zur Verfugung und andererseits wird der Einsatzbereich 
25 bzw. die Wirksamkeit der Anordnung zur Entstorung 
der Versorgungsspannung in Richtung zu hoheren Fre- 
quenzen bin vergroSert Dies ist insbesondere dann von 
' Bedeutung, wenn Schaltkreise mit schnelier Logik und 
somit einer hohen Schaltfrequenz eingesetzt werden, so 
30 daB hrdiesem Fall Spannungseinbruche der yersor- 
gungsspannung infolge von Schaitvorgangen deuthch 
reduziert werden. Im ubrigen besteht auch durch den 
emeiterten Einsatzbereich der den Kondensator ent- 
haltenden. Entstoranordnung in Richtung zu hoheren 
35 Schaltfrequenzen hin bzw. die erweiterte Abblockwir- 
kung der den Kondensator enthaltenden Entstoranord- 
nung hochfrequente Storspannungen betreffend die 
Moglichkeit Kondensatoren einzusparen und damit die 
Bauelementkosten fur EntstormaBnahmen zu senken. 
40 Dies kann in der Massenproduktion von Baugruppen 
seibst bei einem verhaltnismaBig geringera Bauelement- 
preis durchaus von Bedeutung sein. 

Eine weitere besonders bevorzugte Ausfuhrungsform 
der Erfindung sieht vor, daB der Kondensator- em SMD- 
45 Kondensator ist, welcher gegenuber einem vergleichba- 
ren bedrahteten Kondensator eine geringere parasitare 
Induktivitat und eine geringere BaugroBe aufweist. 

GemaB einer Variante der Erfindung ist pro An- 
schluBpad eine Durchkontaktiemng vorgesehen. Diese 
so erfuidungsgemaBe AnschluBgeometrie erfordert einen 
minimalen Platzbedarf des Anschlusses und einen germ- 
gen Fertigungsaufwand. Im Falle eines derartigen An- 
schlusses eines Bauelementes, z. B. eines Kondensators 
an Versorgungslagen einer Leiterplatte, werden zusatz- 
55 lich die parasitaren Induktivitaten seibst gegenuber der 
H-formigen AnschluBgeometrie des Standes der Tech- 
nik reduziert 

Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sient 
vor, daB pro AnschluBpad zwei Durchkontaktierungen 
60 vorhanden sind Die vier Durchkontaktierungen erho- 
hen zwar den Fertigungsaufwand fur die Durchkontak- 
tierung eines Bauelementes, reduzieren jedoch im Falle 
des Anschlusses eines Bauelementes z. B. eines Konden- 
sators zwischen Versorgungsspannungs- und Massean- 
65 schluB nochmals die parasitaren Induktivitaten, so oa!5 
der Wirkungsbereich einer den Kondensator entnalten- 
den Entstoranordnung nochmals vergroBert ist. In der 
Praxis gilt es daher, je nach Anwencungsfall den ertor- 
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derlichen Fertigungsaufwand fur die Durchkontaktie- 
rung und den gewUnschten Einsatzbereich des Konden- 
sators zu analysieren und danach die entsprechende An- 
schluBgeometrie auszuwahlen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfmdung ist in den bei- 
gefiigteh Zeichnungen dargesteilt Es zeigen: ^ _ 

Fig. 1 vier Ansichten eines konventionellen stirnfor- 
migen Anschlusses eines SMD-Kondensators, ^ 

Fig. 2 vier Ansichten eines konventionellen H-f6rmi- 
gen Anschlusses eines SMD-Kondensators, 

Fig. 3 vier Ansichten eines erfindungsgemaBen An- 
schlusses eines SMD-Kondensators mit zwei Durchkon- 
taktierungen, und 

Fig- 4 vier Ansichten eines erfindungsgemaBen An- 
schlusses eines SMD-Kondensators mit vier Durchkon- 
taktierungen. , o ' . 

Fig. 3 zeigt einen erfindungsgemaBen AnschluB ernes 
elektrischen Bauelementes auf einer mehrlagigen Lei- 
terplatte 2 mit zwei flachigen Versorgungslagen VLi 
und VL 2 und zwei Signallagen SLi und SL 2 am Beispiel 
eines quaderformigen keramischen SMD-Entstorkon- 
densators 1 mit zwei Durchkontaktierungen in vieryer- 
schiedenen Ansichten des Anschlusses a bis d, wobei die 
mehrlagige Leiterplatte 2 aus Darstellungsgrunden nur 
in der Fig. 3(b) gezeigt ist Ein derartiger Entstorkon- 25 
densator 1 dient dabei, wie bereits erwahnt, in elektri- 
schen Schaltungen zum einen als Energiespeicher fur 
Umschaltvorgange schaltender Bauelemehte, um Span- 
nungseinbruche zu verhindem, und zum anderen als nie- 
derimpedanter Pfad zwischen Versorgungssparinung 
und MasseanschluB zur Ableitung von sich uber Versor- 
gungsleitungen ausbreitenden Storspannungeit Je nach 
Komplexitat einer Schaltung ist dabei eine mehr oder 
weniger groBe Anzahl von Entstorkondensatoren auf 
einer Leiterplatte erforderlich 

Der Entstdrkondensator 1 verfugt stirnseitig uber je 
eine AnschluBflache 9 und 10, welche in den Fig. 3(b) 
und (d) gut zu erkennen ist Ober diese AnschluBflachen 
9 und 10 wird der Entstdrkondensator 1 auf der Leiter- 
platte 2 elektrisch kontaktiert, d. h. zwischen einen Ver- 
sorgungsspannungsanschluB und einen MasseanschluB 
geschaltet Der elektrische AnschluB des Entstorkon- 
densators 1 an eine Versorgungsspannung und an Mas- 
se auf der mehrlagigen Leiterplatte 2 erfolgt dabei uber 
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kontaktierungen 23 and 24*welche im Betneb einer den 
Entstdrkondensator. 1- enthaltenden Schaltung die 
Stromhin- und Stromruckleiter des Entstorkondensa- 
tors 1 zu den flachigen Versorgungslagen VLi, VL 2 bil- 
den, innerhalb.der AnschluBpads 21 und 22 des Entstdr- 
kondensators 1 plaziert sind, wobei sich im vorliegenden 
Fall die Durchkontaktierungen 23 und 24 unterhalb der 
AnschluBflachen 9 und 10 des Entstorkondensators 1 
bef inden. Auf diese Weise liegen unter Minimierung des 
Leitungsweges zwischen den AnschluBflachen 9 und 10 
des Entstorkondensators 1 und den uber AnschluBpads 
21 und 22 verfugenden Durchkontaktierungen 23 und 24 
des Anschlusses die Stromhin- und Stromruckleiter im 
Vergieich zum Stand der Technik reiativ nahe beieinan- 
der, wodurch sich eine stromkornpensierende Wirkung 
ergibt, welche die parasitaren Induktivitaten zusatzlich 
reduziert . Die Durchkontaktierungen 23 und 24 mussen 
dabei aber nicht notwendigerweise unterhalb der An- 
schluBflachen 9 und 10 liegen. Die Lage der Durchkon- 
taktierungen 23 und 24 kann vielmehr innerhalb -der 
AnschluBpads 21 und 22 variieren. Dabei ist es jedoch 
von Vorteil, wenn Stronahin^ und Stromruckleiter mog- 
lichst nahe beieinander liegen, um den die parasitaren 
Induktivitaten reduzierenden. stromkompensterenden 
Effekt auszunutzea Fur den erfindungsgemaBen An- 
schluB des Entstdrkondensators 1 mit zwei Durchkon- 
taktierungen 23 und 24 erhalt man dadurch nach Be- 
rechnungen gegenuber der in Fig. 1 dargestellten kon- 
ventionellen stirnformigen AnschluBgeometne erne Re- 
duzierung der parasitaren Induktivitat auf ca. 1,60 nil, 
welche noch unterhalb der in Fig. 2 dargestellten kon- 
ventionellen H-formigen AnschluBgeometne von ^ca. 
1,74 nH liegt Der Platzbedarf eines derartigen An- 
schlusses ist dabei minimal und entspricht im wesenth- 
chen dem Platzbedarf der AnschluBpads 21 und 22 (vgL 

Fl Da nur zwei Durchkontaktierungen 23 und 24 fur den 
AnschluB des Entstorkondensators 1 notwendig sind, ist 
der Fertigungsaufwand des Anschlusses entsprechend 
geringunddamitkostengunstig. . . 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfmdung ist in 
Fig. 4 dargesteilt, welches sich von dem in Fig. 3 darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiel dadurch unterscheidet daB 
nunmehr vier zylinderformige Durchkontaktierungen 
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versehene rechteckformige AnschluBpads 21 und 22, taktierungen ^ una ^ ^ ^ 



wobei die AnschluBpads 21 und 22 flachig mit den An 
schluBflachen 9 und 10 des Entstorkondensators 1 ver- 
bunden sind. Bei der Verbindungsart zwischen den An- 
schluBflachen 9 und 10 und den AnschluBpads 21 und 22 
handelt es sich zumeist um eine Lotverbindung, welche 
durch Schwall- oder Reflowldten hergestellt wird, wo- 
bei aus Griinden der Obersichtlichkeit nur in Fig. 3(b) 
die Lotstellen LS gezeigt sind. Die Durchkontaktierun- 
gen 23 und 24 sind im ubrigen unterschiedlich lang und 
enden jeweils in einer entsprechenden Versorgungsiage 
VLi, VL 2 der Leiterplatte 2, welche die fur den Schait- 
kreis bzw. die schaltenden Baueiemente des Schaltkrei- 
ses erforderliche Versorgungsspannung und den Masse- 
anschluB zur Verfugung stellen. Diese Form der Durch- 
kontaktierung wird, wie bereits im Zusammenhang mit 
Fig. 1 erwahnt als partielle Durchkontaktierung be- 
zeichnet 

Um die parasitaren Induktivitaten des Entstorkon- 
densators 1 sowie den Platzbedarf des Anschlusses des 
Entstorkondensators 1 auf der Leiterplatte 2 moglichst 
gering zu halten, ist der AnschluB erfindungsgemaB der- 
art ausgefuhrt daB, wie in Fig. 3 dargesteilt die Durch- 



50 



55 



60 



65 



ist auch nur in der Fig. 4(b) die mehrlagige Leiterplatte 2 
mit zwei Versorgungslagen VLi und VL 2 und zwei Si- 
gnallagen SLi und SL 2 dargesteUt Die Durchkontaktie- 
rungen 25 und 26 sind an einem rechteckigen AnschluB- 
pad 29 und die Durchkontaktierungen 27 und 28 an 
einem rechteckigen AnschluBpad 30 befestigt Die An- 
schluBpads 29 und 30 sind mit den AnschluBflachen 9 
und 10 des Entstorkondensators 1 wiedemm mit emer 
flachigen Lotverbindung zusammengefugt wobei die 
Lotstellen LS aus griinden der Obersichtlichkeit nur in 
Fig 4(b) gezeigt sind Wie im zuvor beschriebenen Fall 
sind die Durchkontaktierungen 25 bis 28 derart inner- 
halb der AnschluBpads 29 und 30 angebracht daB der 
Leitungsweg zwischen den Durchkontaktierungen 2o 
bis 28 und den AnschluBflachen 9 und 10 minimiert ist 
dh. die Durchkontaktierungen 25 und 26 sowie die 
Durchkontaktierungen 27 und 28, welche je ein Strom- 
hin- bzw. Stromruckleiterpaar zu den flachigen Versor- 
gungslagen VLi, VL 2 bilden, befinden sich im vorliegen- 
den Fall unterhalb der AnschluBflachen 9 und 10 und 
liegen im Vergieich zum Stand der Technik reiativ nahe 
beieinander, so daB eine stromkornpensierende die pa- 
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rasitaren Induktivitaten reduzierende Wirkung auftritt 
Der Abstand der Durchkontaktierungen 25 und 26 bzw. 
27 und 28 voneinander ist dabei inrierhalb der AnschluB- 
pads 29 und 30 frei wahlbar, & h. die beiden Durchkon- 
taktierungen konnen abweichend von der in Fig. 4 ge- 5 
zeigten Ausfuhrung innerhalb der AnschluBpads auch 
naher beieinander oder weiter auseinander liegen. Die 
Form der in Fig. 4 dargesteilten Durchkontaktierung 
durch die Leiterplatte 2 entspricht im ubrigen der in 
Fig. 2 dargesteilten sogenannten kompletten Durch- 10. 
kontaktierung. 

Mit dieser Ausfuhrungsform des Anschlusses' fur den 
Entstorkondensator 1 laBt sich nochmals eine reduzierte 
parasitare Gesamtinduktivitat erreichen, welche nach 
Berechnungen ca. 1,39 nH betragt Zwar muB in diesem 15 
Fail bei der Fertigung eines derartigen Anschlusses des 
Entstorkondensators 1 in Kauf genomrnen werden, da B 
jeweils vier Durchkontaktierungen gefertigt werden 
miissen, dafiir ist jedoch der Eirisatzbereich der den Ent- 
storkondensator 1 enthaltenden Entstoranordnung zur 20 
Unterbindung von Storspannungen nochmals erweitert 
Wie ein Vergleich der Fig, 3(a) und 4(a) zeigt, ist der 
Platzbedarf im Falle der Ausfuhrung des Anschlusses 
des Entstorkondensators I rnit vier Durchkontaktierun- 
gen gegenuber der Ausfuhrungsform des Anschlusses 25 
des Entstorkondensators 1 mit zwei Durchkontaktie- 
rungen nicht erhdht, da sich die vier Durchkontaktie- 
rungen wie auch die zwei Durchkontaktierungen je- 
weils innerhalb der AnschluBpads des Entstorkondensa- 
tors 1 beftnden. 30 

Im ubrigen kann im Falle der Ausfuhrungsform des 
Anschlusses des Entstorkondensators 1 mit vier Durch- 
kontaktierungen auch jede der vier Durchkontaktierun- 
gen iiber je ein AnschluBpad verfugen. In diesem Fail 
wird jedes AnschluBpad einer Durchkontaktierung ein- 35 
zeln mit der AnschluBflache des Entstorkondensators 1 
zur elektrischen Kontaktierung flachig, verbunden. Da- 
bei ist jedoch wiedenim darauf.zu achten, daB die 
Durchkontaktierungen innerhalb der AnschluBpads des ' 
Entstorkondensators 1 plaziert sind. , 40 

Des weiteren sind auch Anschlusse des Entstorkon- 
densators t denkbar, bei denen mehr als vier Durchkon- 
taktierungen Verwendung f inden, welche auch eine von 
der zylinderfdrmigen Ausfuhrung der Durchkontaktie- 
rungen abweichende .Geometrie aufweisen konnen. 45 

Die AnschluBpads und die AnschluBflachen des Ent- 
storkondensators 1 miissen im ubrigen nicht notwendi- 
gerweise rechteckformig sein, sondem kdnnen auch an- 
ders beispielsweise rund ausgebildet sein. 

Daruber hinaus konnen auch andere elektrische Bau- 50 
elemente als Kondensatoren, welche auch uber mehrere 
Signal- und Versorgungsanschlusse verfiigen konnen, 
beispielsweise ICs (Integrated Circuits), in der vorste- 
hend beschriebenen Weise auf mehriagigen Leiterplat- 
ten angeschlossen werden. Dabei wird jede AnschluB- 55 
flache des Bauelementes iiber ein entsprechendes An- 
schluBpad und eine entsprechende Durchkontaktierung 
elektrisch mit einer entsprechenden Versorgungslage 
oder einer Signalleitung einer Signallage der mehriagi- 
gen Leiterplatte verbunden. Auch in diesem Fall ergibt eo 
sich durch die Plazierung der Durchkontaktierungen in- 
nerhalb der AnschluBpads auf vorteilhafte Weise ein 
minimierter Platzbedarf fur den AnschluB der Bauele- 
mente auf der Leiterplatte und bei AnschluB eines Bau- 
element es an Versorgungslagen eine Reduzierung der 65 
parasitarer Zuleitungsinduktivitaten durch die Minimie- 
rung des Leitungsweges und den stromkompensieren- 
den Effekt der nahe beieinander liegenden Stromhin- 
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Stromriickleiter. 

Patentanspruche 

1. Mehrlagige Leiterplatte mit flachigen Versor- 
gungslagen (VLi, VL 2 ) und/oder Signallagen (SLi, 
SL2) mit wenigstens einem mit AnschluBflachen (9, 
10) versehenen elektrischen Bauelement, dessen 
AnschluBflachen (9, 10) mit AnschluBpads (21, 22, 
29, 30) der Leiterplatte (2) elektrisch leitend ver- 
bunden sind, wobei die AnschluBpads (21, 22, 29, 30) 
mit elektrische Letter hildenden Durchkontaktie- 
rungen (23 bis 28) zu den flachigen Versorgungsla- 
gen (VLi, VL 2 ) bzw, den Signallagen (SL t , SL 2 ) ver- 
sehen sind, und wobei die Durchkontaktierungen 
(23 bis 28) innerhalb der AnschluBpads {21, 22, 29, 
30) plaziert sind, - 

2: Leiterplatte nach Anspruch 1, bei der das Bauele- 
ment ein Kohdensator (1) ist, welcher mit den fla- 
chigen Versorgungslagen (VLi, VL 2 ) der Leiter- 
platte (2) elektrisch leitend verbunden ist 
3; Leiterplatte nach Anspruch 2, bei der der Kon- 
densator (t) ein SMD-Kondensator (Surface- 
Mounted-Device) ist. 

4. Leiterplatte nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
bei der pro AnschluBpad (21, 22) eine Durchkon- 
taktierung (23, 24) vorgesehen ist 

5. Leiterplatte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei der pro AnschluBpad (29, 30) zwei oder mehr 
burchkontaktierungen (25 bis 28) vorgesehen sind. 
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